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"^-^ — (57) Abstract: The invention relates to a memory assembly, wherein rewritable memory cells (MC) are located at intersections of 
word lines (WL) with bit lines (BL). Said memory cells are adapted to allow for a read-out of the information stored therein in a 
substantially non-destructive manner. According to the invention, the memory assembly either comprises one tag cell (MMC) each 
per word line (WL ) or per bit line (BL) in which information can be deposited that shows whether at least one of the memory cells 

_ (MQ either along the respective word line (WL) or along the respective bit line (BL) has been subjected to a read -out process since 
occurrence of a basic state. 
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VerdfTentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kUrzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
per 'Gazette verwiesen. 



(57) Ziisammenfassiing: Bei der erfindungsgemaBen Speicheranordnung sind an Kreuzungen von Wortleitungen (WL) mit Bit- 
leitungen (BL) wieder beschreibbare Speicherzellen (MC) angeordnet, die so ausgestaltet sind, dass ein Auslesen der in ihnen ge- 
speicherten Infonnationen im Wesentlichen zeistdrungs&ei eifolgL ErfindungsgemaS weist die Speicheranordnung entweder je 
Wonleitung (WL) oder je Bitleitang (BL) eine Meikerzelle (MMC) auf, in der eine Information hinterlegbar ist, die anzeigt, ob 
wenigstens eine der Speicheizellen (MC) entweder endang der jeweiligen Wortleitung (WL) oder entlang der jeweiligen Bitleitung 
(BL) seit Auftieten eines Grundzustands einem Lesevoigang unterzogen worden isL 



